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Este projeto estda focado no estudo, fabricacao reprodutivel e caraterizacdao de nanodispositivos baseados em spintrOnica para uso em
amplificadores, osciladores, diodos, sensores de campo, memarias e logica magnética, por sua vez aplicados aos setores de energia, seguranca,
defesa e salde.

Um dos componentes chaves nos desenvolvimento dos dispositivos € um material magneéetico de alta permeabilidade magnética, baixa
coercitividade, baixa perda de nucleo e altas saturacdo magnética e temperatura Curie, necessario em varias de suas etapas. Uma das opcoes é o
uso de filmes nanocristalinos (FINEMET) produzidos a partir de precursores amorfos com composicao quimica a base de FeSiB e adicao
combinada de Cu e Nb.
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Rota para obtencao de filmes finos FINEMET

INTRODUCAO
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Mecanismo de cristalizacdo de ligas FINEMET. Adaptado de T. Gheiratmand & H.R. Madaah Hosseini (2016).

OBJETIVO

Desenvolver rota para obtencao de filmes finos nanocristalinos a partir de diferentes substratos, espessuras e temperaturas de recozimento,
utilizando a matriz amorfa Fe;; ;Cu;Nb;SI; 5 5B,

METODOLOGIA

Deposicao de filmes finos com espessuras de 10, 30, 50, 100 e 200 nm, por sputtering, em substratos de Si/SIO,, vidro e quartzo. Recozimento
a vacuo em temperaturas de 490, 500, 520, 540 e 570 °C. Caracterizacoes por AGFM, VSM e DRX.

RESULTADOS E CONCLUSAO
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Padrdes de difracdo de filmes FeCuNbSIB recozidos a 490 °C.

A partir dos resultados observados, conclui-se que:

- Substrato de Si/SIO,(100) e espessuras de 100 e 200 nm de filmes FeCuNbSIB favoreceram a cristalizacao de fase ferromagnética nas
temperaturas de 490, 500 e 520 °C. Estas amostras apresentaram satisfatorios padroes de DRX e boas combinacoes entre H, e M..



